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前言

　　微电子学及其相关技术的迅速发展，现已成为整个信息时代的标志与基础。
以半导体器件为核心的电子工业，已发展成为世界上规模最大的工业。
培养该专业及相关的专业人才相当重要。
施敏教授所著《半导体器件物理与工艺（第二版）》的简体中文版自出版以来，被多所院校相关专业
选为本科生和研究生教材，深受使用者的喜爱，得到使用院校极高的评价，现已四次重印。
随着职业教育的发展，不少职业院校也开设了半导体、微电子技术、集成电路应用等专业。
本书就是在《半导体器件物理与工艺（第二版）》的基础上，为了适应职业教育的培养目标和职业院
校学生实际知识水平而修订改编的。
　　全书分为三个部分：第1部分半导体物理，描述半导体的基本特性和它的传导过程，尤其着重在
硅和砷化镓两种最重要的半导体材料上。
第2部分半导体器件，讨论主要半导体器件的物理过程和特性。
由对大部分半导体器件而言最关键的p-n结开始，介绍双极型和场效应器件、热电子和光电子器件、
微波及量子器件等。
第3部分半导体工艺，介绍从晶体生长到掺杂等工艺技术的各个主要步骤，并特别强调其在集成电路
上的应用。
　　在修订编写过程中，本着突出重点、通俗易懂的原则，叙述的重点放在了基本概念、基本工作原
理和实际应用上，尽可能地用浅显易懂的语言表述复杂的道理，而又不失其精髓。
同时，省略了繁琐的数学推导，从而使内容更精练、重点更突出。
书中为教学实际提供了极大的弹性，各章内容可以单独选择或根据需要组合使用，以满足不同的教学
需求。
本书参考教学时数为90学时。
　　本书可作为高职高专微电子技术、集成电路应用、电子信息与工程等专业的必修教材，也可作为
本科院校相关专业的选修教材，同时也可供半导体器件设计、制造和应用等信息技术领域的科研与工
程技术人员阅读与参考。
　　本书由国际知名微电子技术和半导体器件专家施敏教授所著，苏州大学赵鹤鸣教授、王子欧博士
改编，王明湘老师对书中若干错漏之处做了修改。
在修订改编过程中得到了施敏教授的授权和具体的指导；苏州工业园区职业技术学院、苏州职业大学
、苏州工业职业技术学院、江苏信息职业技术学院、南京信息职业技术学院、常州信息职业技术学院
、淮安信息职业技术学院等的一线老师、专家为该书的改编提出了许多宝贵的意见和建议，在此一并
表示衷心的感谢。
　　由于编者水平有限，书中难免存在一些不足、不妥或有误之处，恳请有关专家和读者批评指正。
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内容概要

　　微电子学及其相关技术的迅速发展，现已成为整个信息时代的标志与基础。
以半导体器件为核心的电子工业，已发展成为世界上规模最大的工业。
培养该专业及相关的专业人才相当重要。
施敏教授所著《半导体器件物理与工艺（第二版）》的简体中文版自出版以来，被多所院校相关专业
选为本科生和研究生教材，深受使用者的喜爱，得到使用院校极高的评价，现已四次重印。
随着职业教育的发展，不少职业院校也开设了半导体、微电子技术、集成电路应用等专业。
《半导体器件物理与工艺(基础版)》就是在《半导体器件物理与工艺（第二版）》的基础上，为了适
应职业教育的培养目标和职业院校学生实际知识水平而修订改编的。
　　全书分为三个部分：第1部分半导体物理，描述半导体的基本特性和它的传导过程，尤其着重在
硅和砷化镓两种最重要的半导体材料上。
第2部分半导体器件，讨论主要半导体器件的物理过程和特性。
由对大部分半导体器件而言最关键的p-n结开始，介绍双极型和场效应器件、热电子和光电子器件、
微波及量子器件等。
第3部分半导体工艺，介绍从晶体生长到掺杂等工艺技术的各个主要步骤，并特别强调其在集成电路
上的应用。
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作者简介

　　施敏，1936年出生，1957年毕业于台湾大学，1960年、1963年分别获得华盛顿大学和斯坦福大学硕
士与博士学位，1963年至1989年在贝尔实验室工作。
现任台湾交通大学联华电子讲座教授，台湾纳米器件实验室主任。
施敏教授是国际知名的微电子技术与半导体器件专家和教育家。
他在金半接触、微波器件及次微米金氧半场效应晶体技术等领域都有开创性的贡献。
他发明的非挥发性半导体存储器（NVSM）已成为带动世界集成电路产业的主导产品之一，是移动电
活、笔记本电脑、IC卡、数码相机及便携式电子产品的父键部件。
施敏教授著作丰厚，达12部之多，代表作Physics of Semiconductor Devices是工程和应朋科学领域的经典
专著之一。
该书被引用已经超过13000余次（到2001年止）。
施敏教授是国际电机电子工程师学会杰出会员（IEEE Fellow）、中国工程院院士、美国国家工程院院
士及“台湾中央”研究院院士。
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Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<半导体器件物理与工艺>>

章节摘录

　　在晶体生长方法中最常见的是柴可拉斯基法（或译柴可斯基）（Czochralski technique）。
图2.8所示是柴可拉斯基式拉晶仪（puller）的装置图。
将装有多晶硅的坩埚，以高频感应或电阻丝加热至硅的熔点（1412℃）。
在生长过程中，坩埚保持转动，以避免产生局部热或冷的区域。
　　晶体生长装置或称为拉晶仪的周围大气需加以严密控制，以避免熔融硅的污染。
氩气常被作为保护气体。
当硅的温度达到稳定状态时，将一个有适当方向（如）的硅籽晶（seed）放入熔融硅中，作为后续生
长较大晶体的起始点。
当籽晶的底部开始在熔融硅中熔化时，将籽晶的支撑棒往上拉起。
当籽晶慢慢从熔融液中拉起时（图2.9 ），吸附在晶体上的熔融硅冷却或固化，依籽晶的晶体结构为样
版循序生长。
因此籽晶是晶锭生长的催生者，且决定晶体的生长方向。
支撑棒持续往上移动，使长出的晶锭越来越大。
当坩埚中的熔融硅耗尽时，晶锭生长即大功告成。
坩埚温度、坩埚和支撑棒的旋转速度须小心控制，以精确达到所需要的晶锭直径。
图2.10为一直径200ITllTI的硅晶锭（ingot）。
在晶体生长中，可在熔融硅中加入所需的掺杂物，以形成高掺杂硅。
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